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본 에 라 ,   비정   층, 식   간층  나 상   
층  순  포 는 다층  니쉬  다. 실시 에 ,     포 고, 
비정   층  Ni-P , 간층  니 , 층  라듐 다. 최종 조는 특히 전  커넥

 다. 

1

 간단  

 1  본 에 라   제  개략 단 , 

 2는   제  제조   연 어 는 단계  나타내는 블 , 

 3   2  스  여 전  커넥  제조    시 는 , 

 4a   4b는 본  식 저  종래   제 과 비 는 사 ,

 5는 집적 회  드  제조    시 는 .

러   본  개념    것  여야 다. 

 상  

     적

         는 술  그 야  종래 술

본    식 는 것  는   제 에  것 고, 보다 상 게는, 비정
  층(underlayer), 식   간층  나 상   층(outer layer)  포
 다층 니쉬(finish)  비  제 에  것 다. 특히,  니쉬는 커넥   집적 회  드 

과 같  전   전   다. 

식 는 전  커넥  포  전   전  에  특히 다. 고  커넥 는 가전 제
, 컴퓨 , 동차, 전화,   사 비등과 같  여러 야  제 에  상당히 다. 커넥

는 나  에  다   전  흐 게 는 경  제공 다. 고  커넥 는 고 전 , 
식 ,  여야 고, 납 에  쉽게 접  수 고, 람 게 값싸야 다. 

게 , 상술  망 특   가  단  물  없다.      전  
높 만, 에  식  쉬워  산화물과 황화물  생 다. 상  식 생 물  커넥
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 전 과 상호 접  가능  감 시킨다.  식 생 물  납  본드  형   신 에 
또  저 고, 역 효과  는 다  전   확산 다. 

얇   층   에 착 어 식  가시킨다.  층  다공 고, 공   
식  계  문제가 다. 

니    층 층 아래에 착 어,   생  물  형   확산  차단  
다. 그러나, 니   다공  또  보 다. 다공 과 식  니  차단 에  감

만,  식 생  물  여전히 니쉬   형 고 확산  수 다. 니   다공  니
 께  가시킴  감  수 만,  니   실 적  생 는  시간  걸 고 

사 시 크랙  생 는 경  다. 시간  생  시간  낮  생산 과 높  제조 비  미 다. 

 층  혼 물 다 에 니    포 는 개량  집적 회  드  본 
에  참조가 는 출원  J.A.Abys  다수, 1997, 10, 7  미  특  제 5,675,177 호 개시 어 다.  

러   드  높  식 저 과 양호  전   계적 특  가 고 다. 그러나, 
러   니쉬 조차    식  환경에  식 는 것   수 없다. 라 , 개량  

다공  감  가   니쉬가 다. 

         루고 는 술적 과제

본 에 라 ,   비정   층, 식   간층  나 상   
층  연 적  포 는 다층  니쉬  다. 실시 에 ,     포
고, 비정   층  Ni-P 고, 간층  니 , 층  라듐 다. 최종 조는 특히 전  
커넥  다.  

       

본  점, 특징  여러 다  특징  첨  과 결 시  상 히  실시 에  보다 
충 히 알 수  것 다. 

 1     비정   층(12), 식   간층(13)   
층(14)  순  포 고 는 혼 층(11)    (10)  개략 단 다.  

 전형적  ,  , 철  철 과 같  에  식에  는 다. 
층  상에 가능  비정  다. 적 , 층  매  낮  다공  가 고 

다. 략 10wt% 상    니 -    또는 철  포 는   적 다. 니
- - 스  또는 트-  또  사  수 다. 식   간층(13)  니 , 니  , 

트 또는 트  수 다.  층(복수   층)(14)  라듐, , 듐, 루 늄, 
 또는 그  수 고, 특히 람 게는 라듐-니   라듐- 트  수 다. 

비정  층(12)  략 0.1-2.5㎛  께  가  수 다. 전형적  간층(13)  략 0.1-2.5㎛
 께  가 고 고,  층  람 게 략 1.5㎛ 미만  께 다. 

비정   실 적  결정 조  가 고  않고, 내에 상당 수  그  경계  가 고  
않다.  , 결정 조  가  에  다공  원  는 그  경계  조 결  제거
게 다. 그러므 , 비정    매  낮  다공  가  수 다. ,   아래  

식     니쉬  식 생  물  형  최 화시킨다. 

 니쉬 스에 ,  층 아래에  생 는 것  적   제어 단계 다. 낮
 고  다공  가  층  ,  니쉬   상시키  않고, 께  상

당히  수 다. 결과적 , 생산  생산  가 게 고, 생산 비  상당히 감 다. 

본  본 에    제  제조  는 다  특정 실시 에  보다 알 수 
다. 

실시  1 - 전  커넥

 2는   전  커넥  제조 는 단계  블 다. 블  A  시  제 1 단계는  
 제공 는 단계 다.  블랭크  스탬  또는 에칭 는  같  망  조  형  수 

다. 

 3  커넥  본체(31)   (a mating pin)(32)  비  전  커넥 (30)  시 고 다. 
커넥  본체(31)  (32)  -니 -주   No. 725 (88.2 wt% Cu, 9.5 Ni, 2.3 Sn; ASTM Spec, 
No. B122)  같  고 전   어 고,   본체는 러  적   시적  

  다. 

블  B  시  제 2 단계는 니   과 같  비정   전   는 단계
다. 비정  층  략 0.1㎛ 상  께  가 고 어야 고, 람 게는 0.5 내  1.0㎛ 
다. 략 10wt% 상  P 량  가  Ni-P  전착 여 비정  조  만들 수 다. 적당  Ni-P 비
정  층  다  액 화 물  여 전착  수 다. 

황화 니 NiSO46H2O 100 - 300 g/I

염화 니 NiCI26H2O 40 - 60 g/I

산 H3PO3 40 - 100 g/I
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산 H3PO4 0 - 50 g/I

블  C  시  제 3 단계는 비정   에 니 과 같  식   간층  착 는 단계
다.  간층  략 0.1㎛ 상  께  가 고 어야 고, 람 게 략 0.5 - 1.0㎛ 다. 

적당  Ni층  다  액  여 전착  수 다. 

황산 니 Ni(SO3NH2)24H2O 315 - 650 g/I

염화 니 NiCI26H2O 0 - 22 g/I

산 H3BO3 30 - 45 g/I

착시  트    습식제  착  경화  가시키   경화제가  조건에 근거 여 
액에 가  수 다. 택적 ,  간  니  , 트 또는 트  수 다. 

블  D  시  제 4 단계는 나 상  ( 라듐, , 듐, 루 늄,  또는 라듐-니  또
는 라듐- 트  같  ) 층  간층  최상 에 착 는 것 다.  총 께는 략 
㎛1.5 미만 다. 커넥  경 에, 략 0.1㎛ 상  좋고, 0.5 - 1.0㎛가 람 다. 적  라듐 
층  본 에  는 출원  J.A.Abys  다수, 1990, 3, 27  미  특  제 4,911,799 호에 개
시 어 는 전   에  착  수 다. 람 게 10 - 30wt%  니  량   
라듐-니   본  에  는  출원  J.A.Abys   다수,  1990,  3,  27  미  특  제 
4,911,799 호에 개시 어 는 전   에  착  수 다. 라듐- 트  본 
에  는 출원  J.A.Abys  다수, 1997, 11, 19 출원  미  특  출원 제 08/974,120 호에 개시

  같  착  수 다.  층(gold layer)  착   시적  조   전   조건  
F.H.Reed  다수  Gold Plating Technology, 26 내  46 (Electrochemical Publications Ltd, 
Scotland, 1987)에 개시 어 다. 듐, 루 늄    Metal Finishing, (Guidebook and 
Directory Issue), Vol. 97, No.1 (1999년 1월)에 개시 어 다. 

 4a   4b는 H2SO3(24 시간), (NH4)2S(15 )  75℃  (15 )   실 적  는 니쉬 

Cu  시 고 다. 검  점  니쉬  다공에  야 는 식  시 다.  4a 사  종
래  니쉬  나타내고 다. 사  4b는 본 에  술 는 니쉬  나타낸다. 보는  같 , 
본  니쉬는 식  적게 나타난다. 

실시  2 - 집적 회  드 

또 , 집적 회  드   2에   스에  제조  수 다. 단 가  차 점  
 다 고  께가 0.0025㎛ 상 다는 것 다. 

 5는 IC  드  사 는 조  형  (50)  시 고 다. (50)  IC가 
착 는 들(paddle)(52)과, IC가 연결 는 드(53)  포 고 다.  (dam bar)(54)는 키징 전
에 드  상호 접 시킨다. 집적 회 가 연결 고 키징 매체가 점  시  역 에 착  후
에,  (54)가 제거 다. 

드    또는  호 151 (99.9wt% Cu, 0.1% Zr) 또는  호 194 (97.5wt% 
Cu, 2.35wt% Fe, 0.03wt% P, 0.12wt% Zn)과 같    수 다. 다  전     호 
42(42wt% Ni, 58wt% Fe)  같   또  사  수 다. 

  후에, 출원  J.A.Abys  다수, 1997, 10, 7  미  특  제 5,675,177 호에 개시  
 같 , 집적 회 (56)가 착 고  에 연결 다. 

러   니쉬  점  종래  니 /  니쉬 보다 상당히 다공  적다는 것 고, 또  차
단    노출  효 적  감 시킨다는 것 다. 

     효과

낮  고  다공  가  층  ,  니쉬   상시키  않고, 께  
상당히  수 다. 결과적 , 생산  생산  가 게 고, 생산 비  상당히 감 다.

상술  실시 는 본    나타낼 수 는 여러 가능  는 특정 실시   단  
만  시  것다는 것  알아야 다. 여러 다양  조가 본  사상과  어나  않고 당
업 에  게 개조  수 다. 

(57) 청  

청  1 

 과, 

상  상에 , 비정   층,  간층   포 는 적어  나  층  순
 포 고 는 다층  니쉬(finish)

 포 는   제 .

청  2 

제 1 에 어 , 
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상  비정   니 - , 니 - - 스   트-   에  택 는   제
.

청  3 

제 1 에 어 , 

상  간 층  니 , 니  , 트  트   에  택   포
고 는   제 .

청  4 

제 1 에 어 , 

상   라듐, , 듐, 루 늄    에  택   포 는  
 제 .

청  5 

제 1 에 어 , 

상    , 철 또는 니  포 는   제 .

청  6 

제 1 에 어 , 

상  비정   0.1 - 2.5㎛  께  가 , 상   간층  0.1 - 2.5㎛  께  가 , 
상   1.5㎛ 미만  께  가 는   제 .

청  7 

제 1 에   제  포 는 전  커넥 .

청  8 

제 1 에   제  포 는 집적 회   드 .

    1
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    2

    3

    4a

    4b
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    5
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